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La presente invencion se refiere a un condensa
dor eléctrico, del tipo que comprende capas de dieldctrico
dotado al menos por un lado con capas metdlicas como forros
metdlicos, constituidas por tereftalato de polietileno parcial]
mente cristalizado, pre-contraida, en 21 que se han conecta-
do de forma eléctricamente conductora los forros metdlicos

alternativamente con capas metalicas de polos opuestas dis- .
FERE N

puestas sobre las superficied frantales del cuerpo del conden-

sador, especialmente por encajado, y en el que las capas dels |

dieléctrico se han dispuesto en forma de un apilado 6 se han

conformado a moda de un devanado aplanado por compresidn. "

La presente invencidm se refiere ademas a un

procedimiento para la fabricacidnm de un condensador para el...|

empleo a modo de elemento bomponents de chip susceptible de’. .

ser soldadc por estafiado, en el que se forman cuerpaos del cofsf

densador en faorma de un devanado cilindrico constitujido por .
capas de dieléctrico metalizadas al menos por un lado, de
tereftzlato de polietileno parcialmente cristalizado, gue, a
contindacién, se conforman en forma en si concocida a modo

de un cdevanado aplanado par compresidn, después de lo cual

se disponen en las superficies frontales capas metdlicas para
el contactado de los forros metdlicos dispuestos altermati-

vamente sobre las capas del dieléctrico.

La presente invencion se refiere ademas a un

procadimiento para la fabricacidn de un condensacor, espe-
cialmente nara el empleoc comoc elemento componente de chip,
en el gque se z2ilan sobre un tambor en forma de un condensa-
dor de partids bandas metaiizadas al menos par un lado, de
tereftalato de polietileno, aespecielmente con corte marginal

onduladeo y 8l condensador de partida se trocea perpendicular=-

|
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mente con respecto a los planos de las capas en los condensa-
dores individuales deseados, disponiéndose en caso dada sobre
un ndmero de capas de dieléctrico que farman al menos un con-
dencsador madre y forros metdlicos, cepas intermedias inactivas
capacitivamente y sobre las mismas nuevamente las capas de
dieldéctrico capacitivamente activas con los forros metilicaos
para el condensador madre siguiénte y el condensador de pars....
tida asi formado se dota con capas dé cantacto frontales, a :?_
continuacidn, aln sobre el tambor se recuece aproximadamente

a 150°C con el compactado que se verifica concomitantemente-.

por contraccidn y, solamente sntonces, se trocea en la zona

de las capas intermedias y en la direccidm perpendicular a

las mismas en los condensadores individuales deseadas, - et

Condensadores en el sentido de la presente }.

invencidn son tanto condensadores aplanados por comoresidn .,

como condensadores apiladaos & estratificados, del modo en 3jue
son en si conocidos. !

Mientras gue existe un gran nimero de publica-
t

ciones para condensadores devanados aplanados por compresidn

y para su fabricacidn, de forma que es innecesaria una cita

detallada de la literatura, se han descrito condensadores api-.
lados 4 estratificadaos en el sentido de la presente invencidn
y su fabricacidn por ejemplo en la DE-PS 1.764.541 (correspon-

diente a las US=-PS 3.670.378 y 2.728.765). Estos condensadores
se han fabricado hasta el presente en un nlmero muy elevado
de piezas (diariamente hasta § por encima de 1 milldn de oie-
zas) y se encuentran también en el mercado.

Otro tipo de condensadores apilados & de con=-

densadores estratificados, al que hace referancia igualmsente

la presente invencidn, se describs en la solicitud de patente
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P 33 42 329.6, solicitada el 23 de noviembre de 1983. Estos

condensadores se han configurado de forma bifilar en contra

de lo que ocurre con los otros condensadores usuzles apilacdos

6 bién estratificados y, por la tanto, de baja incuccidn. Un

condensador de este tipo se .ha representado en la figura 3 ad-

junta y se explicard junto can la descripcidn de las figuras.

Los condensadores eléctricos conocidos san

tereftalato de polietileno como dieléctrico se han acreditadg

debido a las propiedades dieléctricaes y eléctricas especial-="""

mente :buenas de este dieléctrico en la prdctica en una gran me-

di.dan ..'

3in embargo cuando es preciso fijar tales con-

densadores a modo de elementos componentes de chip sobre las...

3

nlacas de conexidn de circuitos impresos, se presentan difi-"

cultades gque consisten en que, debido al calor de la soldadu=-.-;

ra por estafiado- liquido, que presenta tempoeraturas de 260°C ._J
como maximo, con la que entran en contacto directa 4 indirec-

tamente durante un lapso de tiemoo de 10 segundos, se presentan
modificaciones del dieléctrico, tales como, por ejemplo, una
contracecion adicional, deformacidn del cuerpo del condensa-
dor, desgarrado de las capas metdlicas aplicadas y modificacidn
del comportamiento dieléctrico (factor de pérdida, constante

dieléctrica), de forma que habié que desistir hasta el presen-
te de emnlear em tales casos a condensadores con dieléctrico

ceramico, & proteger los condensadores con dieléctrica de ma-
terial sintético de forma especial y constructivaments costosa,
antes del efecto del calar.,

En la construccidn de condensadores apilados

6 bién estratificados sobre un tambor se plantean otros pro-

of®
.

e o

blemas,.que consisten en cue, en el momento del bobinado.de
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varios condensadores madre (anillos) de forma superpuesta so-

bre el tambor la presidn de devanado disminuye desde el inte-
riar hacia el exterior y también en el momento del recoeido
de los condensadores para su :ompactado, los condensadores

madre situados mas hacia el interior (anillos) quedan someti-

cas a una presidn mayor provocada por el proceso de contrac-

cion. Los condensadores madre externos presentan, coma conse- |
cuencia de la presidn menor en el condensador de partida coms

pactado, reducidas capacidades que son, en parte, sensible-"

mente menores gue, por ejempls, en el condensador madre mas

interno, pudiéndo alcanzar estas desviaciones hasta el 20%. :

Estas dificultades se presentan fundamentalmente cuando se

emplean capas de dieléctrico muy delgadas, por ejemplo con ua..:.

espesar de 3 /um é inferior. Can el f{in de campensar la meno¥ ..

capacidad de los condensadores individuales procedentes de ¢ aloe

.
.

10s candensadores madre situados =n la parte externa, se mang |-

tiene hasta ahora mayor la longitud de tales condensadores en

el momento del troceado del condensador madre.

La presente invencidn tiene por objeto propor-
cionar un condensador eléctrico que séa menos sensible a la
temperatura, especialmente cuando se emplee caomo elemento com-
ponente de chip, cuyo mirgen de temperatura de emplec pusda

llegar hasta temperatura de 200°¢c y en cuya fabricacidn a modo

de condensador estratificado 6 bién apilado pueda reducirse

a un minimo 4 puede eliminarse si ss posible por completo la
diferencia de los valores de capacidad entre los anillos in-
tarnos y externos. La presegte invencién tiene ademas por ob-
jeto procedimiento para la fabricacidon de tales condensadores.

Para resolver esta taréa el condensador eléc-

trico del tipo indicado al arincipio segin la presente inven-
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_ capas del dieléctrico de tereftalato de nolietileno asciende

- m&ximo, durante uri lapso de tiempo de aproximadamente 10 sg=+ " %

~en el que la tempsratura se aumenta desde la temperatura am-

cidén se ecaracteriza norque el grado ce cristalizacidn de las

al menos al 30%, especialmente al 55% como minimo, medido por
andlisis térmico diferencial para la determinacidn de la en-
talpfa del punto de fusidn,

El método para la determinacidn de la entalpia

del punto de fusidn por andlisis térmico diferencial es sufi-,

enreo ™

cientemente conacido y de usa general, .

Segdn la presente invencidn el empleo de un

condensador de este tipo camo elemento camponente de chip es

especialmente ‘caracter{stico parque puede Fljarse mediante sor

dadura por estafada sobre placas de conexidn de c1rcu1tos im-

presos, y, en este caso se aplica el calor de la soldadura por:
estafiado liquida, que presenta una temperatura de 260°C com&,{;

PR AL

gundos. ’ ‘e

£1 procedimiento para la fabricacidn de un con |
densador bobinado aplanade por compresidn del tipo citado al |
principio para la solucidn de la taréa segdn la prssente in- |
vencidn se caracteriza porque el devanado plaﬁo dotado con las

capas metalicas se someten a un tratamiento térmico adicional,

bienta hasta una temperatura finmal de 200 a 250°C en un es=
pacio de tiempo de 1 a 5 horas y esta temperatura final se map

tiene durante un tiempo de 1 a &5 horas con la condicidn de
que la magnitud del tiempo de manﬁsnimiento gs inversamente

proporcional a la temperatura final, de forma gue se alcance
el grado de cristalizacidon deseado de al menos el 50%.

El procedimiento para la fabricacidn ds un

condensador apilade ¢ estratificado del tipo indicado al prin-~ |
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cipio para la solucidn de la taréa segln la presente invencidn

se caracteriza porque los condensadores individuales troceados
se someten a un tratamiento térmico adicional en el que la
temperatura se aumenta desde la temperatura ambiente hasta unsa
temperatura final de 200 a 250°¢c en un espacio de tiempo de
Il a 5 haras y esta temperatura final se mantiene durante un

tiemno de I a 65 haras con la condicion de que la magnitud del

tiempo de mantenimiento es inversamente proporcional a la tem:-

neratura final, de faorma que se alcance el grado de cristali=*-|

zacidn deseado del 50% al menos.

Preferentemente se llega a cabo el tratamien%&«
térmico bajo gas protector inerte (nitrdgeno, argdn, helino) &
en vacio.. -

Ademis es ventajosa que el tiempo de manteni- .

miento en el tratamiento térmiéo ascienda a 2 horas y la tem—.-
peratura final a 249°C y que se alcance de este modo un grado.
de cristalizacidn supericr al 50%.

Mediante la presente invencidn se resuelve
satisfactoriamente la tarees an.la que estd basada, tal como se
explica a continuacidn.

En la sbtencidn de los condensadores, en si
conocidos se emplean laminas de tereftalata de nolietilenao en
forma de bandas, que preséntan un grado de cristalizacidn ini-
cial del 40% aproximadamente. Mediante la contfaccién previa
acascida durante el moldeo del devanado aplanado poar compre-
sidn 4 durante el compactado del condensador de partida caons-
tituido por una pluralidad de condensadores madre, sobre el
tambor por efecto de la temperatura no aumenta este grado de

cristalizacidn & svlamente la hace de forma insensible. Esta

proparcidn de cristalitas en el dieléctrico de material sinté-

I

|
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ticatico permita una buena elaboracidn del mismo debido a su
especial flexibilidad. 5{ se aumentase al 50% 4 superior el

crada de cristalizacidén antes de la elaboracidén, la elaborabi-
lidad serfa dificil & ya no podr{a garantizarse.

Por otro lado un grado de cristalizacidn de-
masiado bajo en el condensador terminado hace que se produzca

por efecto del calor durante el procesoc de soldadura por es-

s soas

tafado cuando se emples éomo elemento componente de chip, .

un proceso siUbito de contraccidn, gue conduce a los inconve=*

nientes. anteriormente citados, especialmente cuando la sol-

dadura por estafiado presente temperaturas de hasta 260°C y el

procesa de soldadura por estafiado dure 10 segundos, como ss

usual, R A

De forma sorprendente se ha observado que méfz_
diante el tratamiento térmico adicional y el aumento del gradn’

de ‘cristalizacidn que puede alcanzarse de este modo, las capas
* o

del dieléctrica en el condensadof adquieren una estructura
cristalina que se opone a un proceso sdbito de contraccian.
Ademds el tratamiento térmico se efectda practicamente hasta
solo 1 4 2 grados por debajo de la temperatura de fusidn de
tereftalato dé polietileno. Mediante el calentamiento relati-
vamente lento hasta esta temperatura y el mantenimiento a
esta temperatura rasulta unsa estructupé gue se opdne al efec-
to sibito de la temperatura durante el proceso de soldadura.

En la fabricacidn de condensadores apilados

4 bién estratificados sobre un tambor se afade como otra ven-

taja esoecial el que la tolerancia de la capacidad funcidn de

la posicidn del condensador madre en el condensador de parti-
da, desaparece practicamente. La ventaja se presenta de forma

que pueden cortarse condensadores individuales practicamente
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de la misma longitud tanto de condensadores madre situadas en

las proximidades del tambor como de candensadores madre situa-

dos en las capas mas externas, de forma que con voldmenes pré‘

ticamente iguales resultan capacidades casi idénticas &6 la ma-

yoria de las veces incluso idénticas. Esto no ocurria hasta .-
=l presente, como se ha indicado anteriormente, ya que los

condensadores de las capas mas externas tenfian que ser siem-

pre algo mas largos qus los condensadcres de las capas mas im=-

- »

ternas. *re
Sorprendentemente se ha revelado como ventajosc

~ - ’ - h r
ademas que el factor de perdida, que en los condensadores cofes

cidas sin tratamientoc térmica adicional a 1 KHz estaba compren

- -1
dido en el margen de 4 x 10 3 y 5 x 10 °, se reduce ahora apggi

ximadamente a la mitad, es decir que el factor de pérdida as% ‘.

ciende aproximadamente a 2 x'lO-z'hasté 3 x 10-3.. R

L/ L]
LY X

fara la proteccidn de efectos guimicos debideg -

* e

al agente liquido de soldadura por estaffado y de los detergen- |
tes, que se requieren en el equipamiento de los circuitos
estratificados, pueden dotarse los condensadores con un re-

vestimiento que deje libre la superficie para la soldadura por

estaffado. Es espnecialmente ventajoso el emplec de cuerpos de
condensador tratados térmicamente de la presente invencidn comr
elemanto componente de chip si se dotan con alimentaciaones de
corriente y con un reuestimiehto como se ha descrito en la-
solicitud cde patente alemana de la misma fecha de~prioridad

P 34 12 492.6 de la solicitante.
La presente invencion se explica a continua-

cidén por medio de los sjemplos de realizacidn y de las figuras

adjunteas.

La figura 1 muestra un condensader apilado 6

bién estratificado de un tipo constructivo usual,
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La figura Z muestra un condensador con un de-
vanado aplanado por compresidn a modo de cuer-o del conden-

sador.
Las figuras 4, 5 y 6 muestran cde forma e jem-

plificativa la disposicidn de los forros metalicos sobre las

capas del dieléctrico.

La figura 7 muestra un diagrama tiempo-tempg...

ratura para el tratamiento térmico adicional. ..

La figura 8 muestra un diagrama en el que se

ha represaﬁtado la dependencia de la dapacidad de la posicid

del condensador madre en sl condensador de partida,

Lta figura 9 muestra un diagrama en el que se

.
*es

ha representado la modificacidn relativa de la capacidad en

. . ®

funcidn de la temperatura del tratamiento térmico y "o

La ficura 10 muestra un diagrama en el que s8],

e

ha representado la dependencia del factor de pérdida de la ot

temperatura del tratamienta térmico.
"En la figura l se ha representado el cuerpo

dal condensador 7 a modo de condensador apilado 5 bién estra-

tificado. El cuerpo del condensador 7 esté constituide por
capas de disléctrico 3 y 4 dispuestas de forma superpuesta
entre s{, que estan dotadas al menos por un lado con capas
metalicas que sirven a modo de forras metalicos 1l y 2.

Sobre las superficies frontales 5y 6 del
cuerpo del condensador 7 se han dispuesto capas metalicas 10 y
11, por esjemplo mediante el procedimiento en si conocido de
encajado, que sirven para unir de forma conductora de la elec-
tricidad los forros metalicos 1 & bién 2 alternanies que lle=-

gan hasta las superficies frantales 5 & hién 6,

En la figura 1 se han mostrado ademas capas de
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cobertura 20 y 21, gue se farman bién por la interposicidn du-

rante la fabricacidn & que se han aplicado a modo de capas

de devanado adicionales sobre los condensadores madre.
En la figura 2 se ha mostrado un condensador

eléctrico, cuyo cuerpo del condensadar 9 se ha representado

a medg de devanado aplanade por compresidn. También en este

conceaoesador estan contenidos las forros metalicos no maostra-

(3
sw oy

dos en la figura 2 y llegan alternativamente hasta las su-

perficies frontales 12 y 13, sobre los gque se han aplicado «-- |

capas metdlicas 14 y 15 para la conexidn eléctrica y para el

contactado externo. Sl

En la figura 4 se ha mostrado esquematicaments

cue los forros metdlicos 1 5 bién 2 se han aplicado dnicamen- |

te sobre un lado de cada una de las candas del dieléctrico 3 %Y

bién 4. o)

En la figura 5 se ha mostrado que las canas

“
[

del dielectrico 3 se han dotado saobre ambos lados can capas
metalicas 1 6 bién 2 discurriéndo sl recubrimiento me-alico

1 respectivamante hacia el lado izquisrdo frontal y sl recu-
brimiento metdlico 2 respectivamente hacia el lado derecho
frontal y se han unido de forma eléctricamente conductora en
agusl punta por medig de capas metalicas 10 4 bién ll, Las
capas .del dieléctrica 4 no ﬁresenken capas metalicas, sin em-
bargo son dieléctricaménfe activas dado que se han disnuestn
en el recinto del campo.

En la figura 6 ss han mostrado igualmente

capas de dieldctrico dotadas por ambos lados con recubrimien-

tos metalicos, estdndo en contacto fisico métuo sin ambargo

respectivamente forros metilicas de la misma palaridad 1l & \
l

bién 2. Por medio de las capas metdlicas 10 & bién 11 se conagw
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tan de forma conductora de la electricidad entre si los forros
metidlicos de la misma polaridad 1 & bién 2 de las canas indi-
viduales del dieléctrico.

Los tipas de devanados representados en las
figuras 4 a 6 de laminas metalizadas son en si conocidos. No

se reivindica una proteccidn separada para estas realizaciones.

El condensador apilado 4 bién estratificado .

TR N XN

mostrada =zn la figura 3 que se ha descrito en detalle en la .,

r 4 CR N 1
solicitud de patente alemana P 33 42 329.6, esta constituido

por uh apilado consolidado 8 de capas de dieléctrico apiladas

entre si, dotadas respectivamente con una capa metalica a modd

de forro metilico y presenta en unc de sus lados menores una

s P - e s s . h
incisidn 22 a través de la cual reciben las capas individua=—..d-

les de dieléctrico resaltes_23 y 24. Sobre estos resaltes Tt e

estan interrumpidas de capa en capa los forros metalicos me—;ﬁ{

diante tiras aislantes 25 y 26, de tal forma gue los forros *.,

metalicos representan forros metalicos alternantes de capa -
en capa de polos opuestos, qus se esncuentran sobre las capaé
del dieléctrico y sobre las superficies formadas por los re-
saltes 23 y 24, gque se han unido entre s{ de forma conductcra
de la electricidad por medio de capas metalicas iB 4 bién 19
sobre las superf{cies frontales 16 8 bién 17 de los resaltes
23 4 bien 24.

Sobre las capas metdlicas 18 6-bién 19 se han
aplicado bién capas suscebtibles de soldarse por estzfado,
que rodean en cierta medida los resaltes 23 5 bién 24, & se
han aplicado capas metdlicas 28 suscentibles de soldarse por
gstaffado; gue estdn unidas Onicamente con las capas metalicas
18 4 bién 19. Las capas metalicas 27 & bién 28 sirven para la

conexidn eléctrico y mecdnica del condensadar 8 a modo de chip




1o

15

20

25

30

"ca con respecto a la duracidn en el tiempo del tratamienta {

13

can la superficie de contacto de la placa de conexidn, pudién= |
dose montar el condensador de forma tumbada (capas metalicas
27) 8 de pié (capas metdlicas 28). |

En la publicacidn citada se ha explicado en
detalle el procedimiento dewfabricacidn de tales candensadores
en detalle. La disposicidn de los forros metalicos es hifilar

en estos condensadores, de forma qUe tales condensadares son ,

de induccidn muy baja. ..
eve ]

Laos resultados de medida representados en los

diagramas se obtuvieron con condensadores apilados & bién

*
. .
*e

estratificados con laminas de tereftalato de polietileno de

2 Jum de espesor y 5 mm de dimensidn del reticulo.
[
El diagrama segln la figura 7 muestra la de~""""

. sl

pendencia exponencial de la temperatura del tratamiento térmis e

térmico. En las abscisas se han llevado los tiempos, mientra?-f
, 5 !

jue en las ordenadas se han dado las temperaturas en C. Las

temperaturas @ bién los tiempos, que se encuentran en la zona

rayada, conducen a grades de cristalizacidn superiores al 50%.

El diagrama mostrado en la figura 8 represen-
ta la funcion de la capacidad con respecta a la posicidn del
condensadar madre en el condaqsador de partida-durante‘la fa=
bricacidn de ios condensadéres apilados 4 bién estratificados.

Las abscisas muestran la sucesidn -de los con-
densadores madre sobre el tambor en el contso desde el inte-
rior hacia el exterior. .

Sobre las ordenadas se han representado las

capacidades en nfF.

La curva A muestra los valores iniciales de

vs @ s,

condensadores que se tracearon con el mismo nimero de capa vy
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con la misma longitud y‘que, por lo tanto, tienen pricticamen«
te el mismo voldmen.

La curva A da los valores iniciéles antes del
tratamiento adicional. La curva B corresponde a un tratamien-
te térmico de 6 horas de tiempo de mantenimiento a lBUOE. La

curva C corresponde a un tratamientos térmico de 1,5 horas a

224°C. La curva O cb:rasnande a un tratamiento térmico de 2 hod

eveeh

ras a 249°C. La curva D corresponde a la forma preferida de Tl

realizacién de la presente invencion.

La curva O muestra claramente que independign—

e

temente del ndmero de la capa del condensador’madre, pueden

conseguirse condensadores con una capacidad con una dispersidn

sélo ligera. : - Tee

- -
3

- El diagrama de la figura 9 muesfra la depen="«%|-

dencia de la variacidn de la capacidad (ordénadas) por el .
tratamiento térmico adicional segun la pressnte invencidn. Sb=-.
bre’laé abscisas se han llevado las temperaturas de tratamien=-
ta en GE{

La curva E corresponda al condensador madrs

o

que estaba dispuesto en el octavo lugar, contado desde el in-
terior, en el Condensador de partida, la curva F corresponde
al noveno candansador madre, la curva G corresponde al septi-

' . 13 .
mo condensadpr y la curva W corresponde a los condensadores
_ , N

madre 3 y 5. . '- AN

Las zonas indicadas con ndmeros romanos iguale-

TN

mente en la direccidn de las; abscisas, muestran qus en la

zona I, es decir a temperaturas de hasta 180°C, no se produce

\

una modificacién de la estructura cristalina. La variacidn de

la capacidad de apraximadahente un 3 % en este margen de tem-

peratura [ se debe al secado del dieldctrico durante sl tra-
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‘jora del factor de pérdida tag & (ordenadas) en funcién de la

15

L ]
tamiento térmico.

En el margen de temperatura 1I, es decir a

temoeraturas de 130 a 22536, se produce una reduccidn sensible
de la capacidad, que se debe a una transformacidn de la estruc-
turg cristalina con el resultado de una reduccidn de la cons=-
te dieléctrica.

En el margen de temperatura III, es decir a

*
(XN LN J

temperaturas de 225 a 250°C aumenta la capacidad, dado que de=,

- 8

bido a la mayor contraccidn se eliminan las oclusiones de aire.

Estas oclusiones de aire juegan, en el caso de laminas espe-

cialmente delgadas, un papel especial ya que no solaménte se ' °

9

modifica la capacidad sino porgue, en particulatr, en el pro-

ceso de soldadura por estafiadec cuando se emplesa como elemento -

camponente de chip, estas oclusiones de afire contribuyen tam=.®

a

. gloe

»

biédn a la carqa del condensador. . T

En el margen de temperatura IV, ss decir a *.

®ie

o P
temperaturas superiores a 250 C se presenta una reduccion muy
marcada de la capacidad, que se debe a la fusion del material

disléctrico.

El diagrama seglin la figura 10 muestra la me-

temperatura del tratamiento térmico.

" Las cruces corraesponden al condehsador madre
que se encuentra en el quinta lugar cnntado‘désde el interior
en el condensador de partida, los cuadrados, tridngulos & bién
anillos corresponden a los condensadores madre situados en
los lugares 7, 8 ¢ bién &,

En el mirgen de temperatura III se consigue

una reduccién de los factores de pérdida desds-.valores préxi-

mos & 4 hasta valores prdximos & inferiores a 3, frente a con-

sejps



densadores no tratados térmicamente § tratadas térmicamente

sdlo en pequefia proporcidn,

Descrita suficientementse la naturaleza del in-
vento, asi{ como la manara de realizarlo en la préctica, debe

hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas

son dusceptibles de modificaciones de detalle, en cuanto no

alteren su principio fundamental.

16
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.y en el que las capas del dieléctrico (3, 4) se han dispuesto

_17—

REIVINDICACIONES

l.~ Condensador eléctrico, caracterizado porque com<
prende capas de dieléctrico (3, 4), dotadas al menos por un ladd
con capas metdlicas como forros metidlicos (1, 2) constituidas
de tereftalato de polietileno parcialmente cristalizado y pre-
contraido, en el gue se han conectado de forma eléctricamente
conductora los forros metdlicos (1, 2) zlternstivamente con ca=,

pas metdlicas de polos opuestos (10, 11, 14, 15, 18, 19) dis-.-

puestas sobre las superficies frontales (5, 6, 12, 12, 16, 17)

del cuerpo del condensador (7, 8, 9) especialmente por encajago‘

en forma de un apilado (7, 8), & se han conformado a modo de un
-

devanado (9) aplanado por compresibn, ascendiendo el grado de

' a

cristalizacibn de las capas'del dieléctrico (3, 4) de tereftalas®

LN
-

l'!

to de polietileno asciende al 50 % como minimo, especialmente "

.
-

oy - . rd . e -, - . Iy 4
al 55 % como minimo, medido por analisis térmico diferencial pa-

ra la determinacidén de la entalpia del punto de fusibén.
2.~ Condensador eléctrico; tal y como queda substan
cialmente descrito en la presente Memoria, e ilustrado en los
dibujos adjuntos. | '
Esta Memoria consta de 17 hojas escritas a méquina
por una sola carae. |
Madrid,« |4 JUL 1987

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, de

Berlin y Miinchen.

real Por-Delegacion "
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